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ピーク移動度は温度60mKで､FLLMk=2･7m2N･sec (試料 1)､0･9m2N･sec (試料 2)
である｡試料の大きさと測定プローブの長さ､SiO2酸化膜の厚さは､試料 1が3･0×0･3
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臨界指数S臨界ランダウ準 竹での移動 唯での準位 Vcでのクー Vcでの
位充填率 vc 度FL(m2/vs)隔月 G,A(K)ロンポテンシャルU(K) a)cT■
試料2(15.6T) 2.01±0.30 0.755±0.004 0.747 25.8 205.3 ll.7
試料2(13.OT) 1.63±0.15 0.773±0.003 0.646 25.3 189.6 8.4
試料2(10.4T) 1.54±0.100.794±0.003 0.457 26.9 171.8 4.8
試料1(15.6T) 1.4土0.3 0.586±0.002 2.468 14.1 .181.9 38.3
試料1(ll.9T) 0.606 2.178 13.0 161.0 25.3
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験で求めた局在長は､低移動度試料の方が高移動度試料より長い｡また､臨界指数は試料
と磁場により異なる結果になった.このことはAndoandAoki【5]及び､uuckcsteinand
Kramerl6]の理論の結果と異なる｡ 現在の理論は電子間クーロン相互作用の効果を考慮 し
ていない｡不規則ポテンシャルと電子間クーロン相互作用の両方の効果を考慮にいれた理
論的研究が求められる｡
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